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Uklad zasilajacy o niesymetrycznym przemiennym
przebiegu napi¢cia

Przedmiotem wynalazku jest uklad zasilajacy o niesymetrycznym przemiennym przebiegu
napigcia niezaleznie regulowanego wzgl¢dem zera. Uklad stosuje si¢ zwlaszcza do zasilania struk-
tur pétprzewodnikowych promieniujacych, wymagajacych przykladania napigcia przyspieszaja-
cego i przepolaryzowujacego.

W wykladzie wygloszonym w Cetniewie na mi¢dzynarodowej ,Szkole Optoelektroniki“
J. Langer podat uktad sktadajacy si¢ ze Zrédta napigcia sinusoidalnego oraz wiaczonej w szereg z
rezystancjg obcigzenia diody krzemowej zabocznikowanej rezystorem.

Na wyjsciu tego uktadu otrzymuje si¢ przebieg napigciowy przemienny, niesymetryczny, lecz
nie regulowany niezaleznie wzgledem zera. Niedogodnos¢ ta jest wynikiem proporcjonalne;j zale-
#noéci napigcia dodatniego U, ujemnego U.od wartosci sygnatu otrzymywanego ze Zrédia napigcia
dla statych wartosci rezystancji obciazenia i bocznikujace;.

Znane sg takze generatory realizujgce potrzebne przebiegi, lecz mato przydatne do zastosowan
ze wzgledu na wysoki koszt, duze gabaryty i cigzar.

Istota wynalazku polega na tym, Zze do Zrédla zasilania sinusoidalnego podiaczony jest w
szereg z obcigZzeniem fotodetektor transoptora. Zrédlo promieniowania transoptora zasilane jest
ze Zrédta pradu.

Uktad wedlug wynalazku poza niewatpliwa prostota wykonania ma podstawowa zalete:
mozliwo§¢ regulacji niezaleznie wzgledem zera napigciowych przemiennych przebiegéw
niesymetrycznych.

Przedmiot wynalazku objasniony jest na przyktadzie wykonania uwidocznionym na rysunku,
ktorego fig. 1 przedstawia schemat ideowy ukladu, fig. 2 — przebieg napi¢ciowy na jego wyjsciu.

Do zasilania struktury p6tprzewodnikowej promieniujacej typu MIS, wykonanej na przyktad
na materiale CdF,, jako Zrédlo napigcia sinusoidalnego zastosowany jest generator RC 1 o
czgstotliwosci od kilku do kilkuset herzéw. Pobér pradu przez struktur¢ MIS wynosi do kilku
mikroamperéw. . '
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Szeregowo zobciazeniem Rodo generatora podtaczona jest fotodioda 2 transoptora 4, ktérego
dioda elektroluminescencyjna 3 zasilana jest ze Zrédta pradu stalego §.

Amplituda U, na wyjsciu jest rOwna amplitudzie generatora 1. W czasie pdtokresu wytwarza-
jacego napigcic U_ wykorzystana jest zaporowa charakterystyka oS§wietlonego ztacza fotodiody 2.
Charakterystvka ta przebiega prawie ptasko, ma wigc whasnoéci stabilizacji pragdu. Wiasnos¢ ta
przy niezmiennej rezystancji obcigzenia R, daje stabilizacj¢ napigcia na wyjsciu. Napigcie U.
reguluje si¢ przez o$wietlenie ztacza fotodiody 2, czyli przez zmian¢ pradu plynacego przez diodg
elektroluminescencyjng 3 transoptora 4.

Zastrzezenie patentowe

Uktad zasilajacy o niesymetrycznym przemiennym przebiegu napig¢cia niezaleznie regulowa-
nego wzgledem zera, w ktédrym obcigzenie podtaczone jest do Zrédta napigcia sinusoidalnego w
szereg z dioda, znamienny tym, ze ta dioda jest fotodetektor (2) transoptora (4), ktorego Zrédto
promieniowania (3) zasilane jest ze Zrodta pradu (5).
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